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内容概要

纳米电子学诞生是微电子学发展到今天的必然，纳米电子器件是继微电子器件之后的下一代固体电子
器件，纳米电子材料与器件是纳米电子学的基础和关键。本书较为系统地阐述了纳米尺度的电子学的
理论基础和实验研究的现状，全书共分八章，内容包括：纳米电子学的诞生和发展综述；纳米材料及
其电子学性质；纳米硅基CMOS器件；纳米电子学基础；固态纳米电子器件；纳米光电子材料和器件
；纳米表征和纳米制造技术；碳纳米管场致发射显示器。
    本书适合于电子学领域科研人员和电子学高年级本科生及研究生使用，同时也适合物理、化学和材
料学科领域从事纳米科学技术科研工作者进行阅读。
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编辑推荐

　　本书较为系统地阐述了纳米尺度的电子学的理论基础和实验研究现状，全书共分八章，内容包括
：纳米电子学的诞生和发展综述；纳米材料及其电子学性质；纳米硅基CMOS器件；纳米电子学基础
；固态纳米电子器件；纳米光电子材料和器件；纳米表征和纳米制造技术；碳纳米管场致发射显示器
。
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